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新規低ダメージスパッタカソードとして、マグネトロン放電を用いた四面式の対向ターゲット

スパッタカソード（以下、RAM カソード）を開発し、単結晶 Si太陽電池のパッシベーション a-Si:H

膜上への ITO 成膜に適用し、iVoc および Carrier lifetime を一般的に使用されているロータリーカ

ソードでの ITO成膜と比較して評価した[1]。ここで発表したデーターの一部を図１(a)～(d)に示す。 

 ロータリーカソードは 1kWのデーター、RAMカソードは 1.5kWのデーターで比較すると、iVoc

および Carrier lifetime ともに RAM カソードの方で良好な特性が得られた。特に、Carrier lifetime

では、RAMカソードの方が約３倍の値になった。発表当日では、この原因を a-Si:H／ITO 界面に

おける H 拡散の熱力学的な平衡状態を基に考察した結果を報告する。 

 

 

 

 

 

                                         

 

(a) iVoc deposited by rotary cathode          (b) iVoc deposited by RAM cathode 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Carrier lifetime deposited by rotary cathode   (d) Carrier lifetime deposited by RAM cathode 

図１．iVocおよび Carrier lifetime のロータリーカソードと RAMカソードでの比較 
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